
NPNエピタキシアル形シリコントランジスタ

230MHz帯高電圧･広帯域･高周波電力増幅用

通信エ業用

特長

o230MHz帯で商利僻・商出力が縛られます。

Po=200W,̂ =69%(TYP.）

（VCC＝28V，P,｡＝45dB、，Iq＝500mA×2）

o金迩極のため高い佃輔庇が得られます。

oエミッタ安定化抵抗を内蔵。

o内部整合回路を内蔵。

oPush-PuⅡ栂造のため広帯域設計が容易。
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絶対最大定格(Ta=25℃）
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電気的特性(殆＝25.C】
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項 【 路号 定M 蝋位

コレクタ・ベース間近圧 VcI 55

コレクタ･エミ･ソタ間近圧 V“ 32

エミ･ソタ・ベース側池王 VEB 3.1

コレクタ近流 48

然 抵抗 Rlbli-f 0.； ℃/W

全 拙タ T《TE幸Z5℃I 581 V

ジャンクション超I 201 Y

保 存超M ■Gd -65～＋151 ℃

項 I 略号 条ド MIN． TYP． MAX． 1t位

コレクタしゃ断吐刷 1m（ V“＝30V，I腿＝0 11 mA

エ ミ・ゾタしゃ断旺加 1m〔 V“＝2V，IC＝0 】I mA

直流睡漣 珊 錨 則 hF喝 V“＝10V･IC＝6Aバルズ トI 6 10

コレクタ容h Cob Vcb=28V,f=lMHz,Ie=C 23（ 501 PF

出力吐力

コレクタ効川
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コレクタ・エミー,夕間迩圧V“（V）

泌 郵 4 0 4 2 “4648

人力砥力P,．（｡B、）

製品取扱い上のご注窓

本製舶は．内部にベリリア磁器（鹸化ベリリウム）を使用しております。硫化ベリリウムは，その粉末や熊気力‘

人体の呼吸器系に入ると呼吸附碓などの隙謀が起こり，危険ですので，製品の分解または化学的処理はされないよ

うお軌いいたします。

また．製紬を廃艇する場合は．一般産離I雌無物あるいは家唯剛ゴミとは必ず別にしてください。
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